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  .است ممنوع ماشین حساب جزوه و استفاده از
    

  بارم  .اعلام خواهد شد و دانشجویان جهت مشاهده نمرات و اعتراض به این سایت مراجعه نمایند دانشگاه  در سایت م تیرماهپنج تا اولیه نمرات  ردیف
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  .لطفا خوش خط و خوانا بنویسید
  قرار دارد را مستقیمدر یک دیود با مشخصات زیر که در بایاس  نوارهاي انرژيو  )اقلیت و اکثریت( هاچگالی حاملنمودار 

  .به صوت تقریبی رسم کنید و تخلیه n  ،pدر نواحی 
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  .در نظر بگیرید را قرار داردناحیه فعال که در  PNPاز نوع ) BJT(یک ترانزیستور دوقطبی 
  .را رسم کرده و ارتفاع سد پتانسیل را مشخص نمایید )ظرفیت، هدایت و فرمی(نوارهاي انرژي ) الف
  .مشخص نمایید را )الکترون یا حفره(منشاء و نوع حامل  ،نام برده را موجود هاي جریانرسم شکل، تمامی مولفه با) ب
  
 
  

  .را تعریف کنید )BJT(یک ترانزیستور دوقطبی بیس  )diffusion length(عمق نفوذ ) الف
  است؟ )الکترون یا حفره( نفوذ بیس مربوط به کدام حامل باشد، عمق NPNاگر ترانزیستور از نوع ) ب 
  را کاهش داد؟نفوذ بیس  عمقتوان چگونه می )ج 
  خواهد گذاشت؟ βمقدار چه تاثیري بر نفوذ بیس  عمقکاهش ) د 

 
 
  
  

 شود؟چیست و چگونه ایجاد می) High level injection(اثر تزریق بالاي امیتر ) الف

  تواند دچار این اثر شود؟آیا ترانزیستوري که میزان ناخالصی نواحی مختلف آن کم باشد می )ب
  )βاز نظر مقدار (امیتر چه اثري بر عملکرد ترانزیستور دارد؟  بالاي تزریق )ج
  
  

  ؟و چه اثري بر عملکرد ترانزیستور دارد چیست) Emitter Bandgap Narrowing(اثر کوچک شدن گاف انرژي امیتر ) الف
  را از بین برد؟این اثر توان چگونه می) ب

  
       ها در پشت برگهادامه سوال 
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  .رسم نمایید بایاس مستقیمو  بدون بایاسحالت  دورا در  Pهادي نوع نیمه -نوارهاي انرژي یک پیوند فلز) الف
  .حالت را مشخص کنید دودر این موجود از هر دو طرف فلز و نیمه هادي ارتفاع سد پتانسیل ) ب
  
  

  .راهکار براي کاهش مقاومت آن ارایه دهید 3نیمه هادي را بنویسید و حداقل  - عوامل موثر در مقدار مقاومت اتصال مقاومتی فلز
  
  

  .دهید شرح هادي نیمه - فلز اتصال یک در را) Tunneling( زنی تونل و) Thermionic( حرارتی هايجریان) الف
  چیست؟ هاجریان این از یک هر بر دوپینگ افزایش و دما افزایش اثر) ب
  
  

چه ) Saturation(و اشباع) Triode(ناحیه مقاومتی 2در   MOSFETتوضیح دهید که مقاومت بین درین و سورس ترانزیستور ) الف
  .با یکدیگر دارندتفاوتی 

  ها تاثیرگذار است؟چه عواملی بر مقدار این مقاومت) ب
  .توان جهت افزایش بهره، مقدار مقاومت خروجی را به مقدار دلخواه افزایش داد؟ توضیح دهیدآیا می) ج
  
  

شرح دهید و اثر هریک از عوامل زیر را در افزایش یا کاهش شدت این  MOSFETي مدولاسیون طول کانال را در ترانزیستور پدیده
  .پدیده بررسی نمایید

  ).GSV(سورس  - افزایش ولتاژ گیت) الف  
  ).L(افزایش طول کانال ) ب  
  
  

  .شباع قرار دارد را رسم نماییدا که در حالت PMOSترانزیستور  نوارهاي انرژي یک
  
  

ولتاژ  افزایش در نظر گرفت، توضیح دهید چرا) DSR( توان به عنوان یک مقاومترا می  MESFETترانزیستور با توجه به اینکه کانال 
  .شودمی) DI(در نهایت منجر به اشباع شدن جریان کانال  )DV(درین

  
  

  .ها را بنویسیدرا بیان کرده و کاربردهاي آنمزایا و معایب هر یک  MESFETو  MOSFET ترانزیستورهايبا مقایسه 
  

  
  »سربلند و پیروز باشید « 
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